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Bu ¢alismada, X-bant uygulamalari i¢in ultra kompakt monolitik mikrodalga
entegre Wilkinson giic boliicii devresi tasarlanmistir. Tasarimin boyutunu
kii¢iiltmek amactyla minyatiirlestirme teknigi kullanilmig ve dnerilen teknigin
verileri simiilasyon program ile analiz edilmistir. Onerilen Wilkinson giic
boliicli, galyum nitriir (GaN) entegre pasif cihaz teknolojisi kullanilarak
iiretilmistir. Elde edilen 6l¢iim sonucglarma gore X bandinda (8-12 GHz), giris
ve ¢ikig (I/O) yansima katsayilarinin -14 dB’den daha iyi oldugu goriilmiistiir.
Ayni frekans araliginda iletim katsayisi ise -4,7 dB’nin iizerinde 6lgiilmiistiir.
Calismada 10 dB’lik Kesirli bant genigligi %47,6 olarak hesaplanmistir.
Monolitik toplu elemanlar ile  tipi minyatiirlestirme teknigi uygulanarak
Wilkinson gii¢ boliiciiniin boyutu 776 pm x 2240 um’ye disiirilmistiir. Bu
calismada Onerilen yontemle, giic boliicii devresi elektriksel performansinda
herhangi bir bozulma olmadan boyut olarak kompakt hale getirilmistir.
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In this study, an ultra-compact monolithic microwave-integrated Wilkinson
power divider circuit was designed for X-band applications. To reduce the
size of the design, a miniaturization technique was used, and the data from the
proposed technique were analyzed using a simulation program. The proposed
Wilkinson power divider was manufactured using gallium nitride (GaN)
integrated passive device technology. According to the obtained measurement
results, it was observed that the input and output (1/0) reflection coefficients
in the X-band (8-12 GHz) were better than -14 dB. In the same frequency
range, the transmission coefficient was measured to be above -4.7 dB. In this
study, the fractional bandwidth of 10 dB was calculated as 47.6%. By applying
the m-type miniaturization technique with monolithic lumped elements, the
size of the Wilkinson power divider was reduced to 776 pum x 2240 um. Using
the method proposed in this study, the power divider circuit was made compact
without any deterioration in its electrical performance.

To Cite: Dokmetas B., Karahan M. X-Bant Haberlegsme Sistemlerine Yonelik Kiigiiltiilmiis GaN Temelli Esit Bélen Wilkinson
Gii¢ Boliicii. Osmaniye Korkut Ata Universitesi Fen Bilimleri Enstitiisii Dergisi 2025; 8(1): 432-444.

1. Giris

Gli¢ boliicli devreleri, mikrodalga uygulamalarinin 6nemli bir bilesenidir. Wilkinson gii¢ bdliicii, en

genel haliyle bir giris sinyalini esit genlikte iki ¢ikis sinyaline bolmek i¢in kullanilan bir tiir pasif

mikrodalga devresidir (Wu ve ark., 2006; Kosc ve ark., 2013). Gii¢ boliinmesi, belirli bir
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konfigiirasyonda diizenlenmis direngler ve iletim hatlarini iceren ag yapisini kullanilarak olusturulur.
Bu devreler yaygin olarak sinyal bolmenin veya birlestirmenin gerekli oldugu yiikseltegler, karigtiricilar
ve osilatorler gibi gesitli mikrodalga devrelerinde kullanilirlar. Wilkinson gii¢ béliiciiler genellikle
diisiik ekleme kaybina sahiptirler ve bu sayede iletilen sinyalde minimum zayiflamaya neden olurlar
(Dokmetas, 2021; Arican, 2023). Fiziksel devre yapisi olarak basit bir tasarima sahiptirler ve bu basitlik,
bu tip devrelerin iiretimini uygun maliyetli hale getirerek RF ve mikrodalga devrelerine entegre
edilmesini kolaylastirir. Wilkinson gii¢ boliiciiniin en dnemli avantajlarindan birisi de genis bant
performansi ve ¢ikis portlar1 arasinda sagladigi miikemmel izolasyondur (Karahan ve ark., 2014). Bu
avantajlarina karsilik, geleneksel Wilkinson gii¢ boliicli devrelerinin boyutu, 6zellikle Ku-bandinin
altindaki diisiik frekans spektrumunda oldukga biiyiimektedir. Bu durum goz 6niine alindiginda yiiksek
frekanslarda calisabilecek, kompakt ve diisilk maliyetli gii¢ boliicti devrelerinin gelistirilmesi ihtiyag
haline gelmistir. Literatiirde ¢eyrek dalga boyundaki iletim hatlarinin ve dolayisiyla Wilkinson giig
boliiciilerinin boyutunu azaltmak i¢in gesitli teknikler Onerilmistir. Bunlari bazilari Kkapasitif ve
endiiktif yiikleme (Hettak, 2005), yavas dalga (slow wave) etkisi (Kuo ve ark., 2011), (Yun ve ark.,
2006), taban iletkeni kusurlu yap1 (DGS) teknigi (Kaixue ve ark., 2011) ve asimetrik sant saplamali
menderes hat uyarlamas1 (meander line) (Liang ve ark., 2012) olarak siralayabiliriz.

Literatiirde Onerilen tekniklerde genellikle ¢ok katmanli (Printed Circuit Board) PCB yapilar
kullanilmistir. Bununla birlikte Wilkinson gii¢ boliicii devrelerde Es Diizlemli Dalga Kilavuzu (EDDK)
teknolojisinin kullanilmasi bir segenek olarak degerlendirilmektedir. EDDK teknolojisi, ayn1 alt tabaka
iizerindeki diger EDDK tabanl bilesenlerle kolay entegrasyona olanak tanimaktadir. Bu entegrasyon
yetenegi, 6zellikle alanin kisith oldugu uygulamalarda daha kompakt tasarimlara yol agmaktadir (Arican
ve ark., 2022). EDDK teknolojisine sahip Wilkinson gii¢ boliicti devrelerinde, merkez iletken ve toprak
diizlemine ait iletkenler ayni diizlem {izerinde yer almaktadir; dolayisiyla gegis delikleri yoktur. Boylece
kayiplar diiser ve genis bant 6zellikleri elde edilir (Arican, 2021; Okan, 2021). Bu avantajlarindan dolay1
EDDK teknolojisi, diisiik maliyetli ve kompakt Wilkinson gii¢ boliicii devresi gelistirmede biiyiik ilgi
gormektedir. Buna ek olarak son yillarda gesitli Galyum Nitriir’iin (GaN) yariiletken teknolojisinde
kullanimi artmaktadir. Galyum Nitriir teknolojisi, kompakt ve hafif cihazlarin iiretilmesine olanak
tanimaktadir. Bu da boyut ve agirligin kritik faktorler oldugu sistemler i¢in avantaj saglamaktadir.

Bu calismada, modern haberlesme sistemleri icin galyum nitriir entegreli pasif cihaz {iretim prosesi
kullanilarak ultra kompakt es diizlemli dalga kilavuzu Wilkinson gii¢ béliicii gelistirildi. Onerilen gii¢
boliicii devresinde, A/4 iletim hatlar1 yerine toplu elemanlar ve m-tipi minyatiirlestirme teknigi
kullanilmigtir. Calismada kullanilan minyatiirlestirme tekniginin gecerliligi, elektromanyetik (EM)
simiilasyon programi ve iiretimden elde edilen 6l¢iim sonuclariyla dogrulanmustir. Onerilen gii¢ béliicii
776 um x 2240 pm gibi oldukca kompakt bir boyuta sahiptir. Tasarimdaki giris ve ¢ikis terminallerinin
ayni oldugu ve genisliginin ayn1 kabul edildigi durum i¢in 6nerilen devrenin geleneksel gii¢ boliiciiye
gore %72,3 oraninda daha kiigiik bir boyuta sahip oldugu goriilmiistiir. Tasarim tiim X-bant calisma

frekans araligin1 kapsamaktadir.
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2. Materyal ve Metot
Geleneksel Wilkinson gii¢ boliicii, devrenin girisine uygulanan RF isaretini 2 adet ¢ikis terminaline

birbirleri arasinda faz farki olmaksizin esit genlikte bolmek i¢in kullanilan bir devre tasarim yapisidir.
Klasik Wilkinson gii¢ boliicii tasarimu iki adet v2Z, empedans degerine sahip 1/4 elektriksel uzunluga
sahip iletim hatlarinin birlestirilmesiyle meydana gelmektedir. Ayrica ¢ikis terminalleri arasindaki
izolasyonu saglamak amaciyla 2Z, degerinde direng kullanilmaktadir. Sekil 1°de klasik Wilkinson gii¢

boliicii blok semas1 gosterilmistir.

1

= Term

Term2
Num=2
Z=50 Ohm

Z=70.71 Ohm R
E=90 R1
F=11 GHz R=100 Ohm

TL2 Term3
Z=70.71 Ohm Num=3
E=90 Z=50 Ohm

F=11 GHz

Sekil 1. Klasik Wilkinson gii¢ boliicii blok semasi

Klasik Wilkinson gii¢ bdliicii tasariminda kullanilan A/4 elektriksel uzunlugu, diisiik frekans
uygulamalarinda dalga boyunun biiylimesine bagli olarak artmaktadir. Tasarlanan gili¢ bdliicii
devrelerinin olabildigince kiigiiltiilerek az yer kaplamas1 amaciyla farkli eslenik devre tasarim yapilari
gelistirilmigtir. Bu eslenik devre tasarimlarindan en yaygin olarak kullanilani mi-tipi eslenik devre
topolojisidir. Bu eslenik devre yapisi belirli ¢alisma frekans araliginda, sant kapasitorler ve seri bobin
kullanilarak olusturulur. Buna gore klasik Wilkinson gii¢ boliicii tasarimi, z-tipi eslenik devre tasarim
topolojisi kullanilarak tekrardan tasarlanmistir. Onerilen Wilkinson gii¢ béliicii eslenik devre blok
semasi Sekil 2°de gosterilmektedir. Buna gore klasik gii¢ boliicii tasariminda kullanilan 1/4 elektriksel
uzunluga sahip iletim hatlar sirastyla 330 fF degerindeki sant kapasitor, 109 Q karakteristik empedans
ve 38° elektriksel uzunluga sahip iletim hatt1 ve 110 fF degerine sahip sant kapasitoriin yer aldig1 eslenik

devre ile yer degistirmistir.
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= Term
Term2
Num=2
Z=50 Ohm

Sekil 2. Klasik Wilkinson gii¢ boliicii eslenik blok semas1

Onerilen Wilkinson gii¢ béliiciiniin blok sema simiilasyon sonuglarina gére 8-12 GHz ¢alisma frekans
bandinda giris (S11) ve ¢1kis (S22 & Ss3) yansima katsayilarinin sirastyla -15 dB ve -20 dB’den iyi oldugu
gOriilmiistiir. Tasarimin araya girme kaybi degerleri (S21 & Sa1) 3,2 dB’ den daha iyi elde edilmistir.

Wilkinson gii¢ boliicii eslenik blok semasimin S-parametresi simiilasyon sonuglar1 Sekil 3°de

gosterilmistir.

= -10 4

-15 4

S-parametresi [dB]

|
N
[=}
Il

=25 T T T T T T T T T T T T
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Frekans [GHz]

Sekil 3. Eslenik gii¢ boliicli devrenin S-parametre sonuglari

Blok sema tasarimi1 tamamlandiktan sonra onerilen gili¢ boliicli devrenin entegre devre serim tasarimi
gerceklestirilmistir. Entegre devre tasarimi ticari olarak kullanilabilen ADS Momentum yazilimi
kullanilarak gergeklestirilmistir. Wilkinson gii¢ boliicii serim tasariminda 9,6 degerinde dielektrik
sabitine sahip 300 um kalinliginda Silikon Karbiir (SiC) alt tabaka {izerine biiyiitiillen Galyum Nitriir
(GaN) teknolojisi kullanilmigtir. Tasarimda es diizlemli dalga kilavuzu teknolojisi kullanilmistir. EDDK
teknolojisi mikroserit teknolojisinde kullanilan yiliksek maliyetli, {iretimi ve tekrarlanabilmesi zor olan
delik agma ve delik i¢i kaplama siireglerine ihtiyag duymamaktadir. Onerilen Wilkinson gii¢ béliicii
tasariminda sirastyla 1’inci metal, 2°nci metal, direng ve hava kopriisii metal tabakalar1 kullanilmistir.

Bu metal tabakalar Sekil 4’de gosterildigi iizere sirastyla cond2, cond, resi ve symbol tabakalari ile ifade
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edilmistir. Ek olarak 1’inci metal ile 2’nci metal ve 1’inci metal ile direng¢ metal baglantilart hole
tabakasi olarak tanimlanmistir. Ayrica 1’inci metal ile hava kopriisii arasindaki baglanti ise diel tabakasi
olarak Sekil 4’ de gosterilmistir. Onerilen devre tasarrminda RF sinyal iletim hatlar1 ve toprak yiizeyleri
I’inci metal ile saglanirken, toprak ylizeylerinin birlestirilmesi 2°nci metal araciliiyla alt tabakadan
saglanmistir. Buna ek olarak, es diizlemde kesisen iletim hatlarinin, hava kopriisii tabakas1 vasitasiyla
birbirleri iizerinden gegebilmeleri saglanmistir. Onerilen gii¢ béliicii tasariminda kullanilan izolasyon
direncini saglamak amaciyla NiCr metali kullanilmigtir. Devre tasariminda kullanilan 1’inci metal 3 um
ve 2°nci metal ile NiCr metaller ise 1 pm kalinligindadir. Sekil 4’te GaN entegre devre alttag bilgileri

gosterilmistir.

AIR

AR
: symbol 3.5 + 6 micron
| del cond?
| SiliconNitride
11.8622 o 0.3 + 1 micron
| {hole

12.2362

cond resi
L SiliconCarbide

1181l - 300 micron

0 mil

Sekil 4. GaN entegre devre alttag bilgisi

Onerilen devre tasariminda yer alan sant kapasitorler metal-yalitkan-metal yapisi kullanarak
gerceklenmistir. Bu yapida alt katmanda bulunan 2’nci metal ve {ist katmanda bulunan 1’inci metal
yapilariin arasinda yaklasik olarak 300 nm kalinliga sahip Silikon Nitriir (SiN) tabakas1 kullanilmistir.
Ek olarak, ¢ikis terminalleri arasinda yer alan 100 Q degerine sahip izolasyon direnci ise diren¢ metali
kullanilarak ger¢eklenmistir. Devre serimi tasariminda kullanilan EDDK teknolojisinden kaynakli
olarak tasarimin iist yiizeyinde birbirinden bagimsiz halde yer alan toprak alanlari, 2’nci metal
vasitasiyla birlestirilerek toprak alanlarinda biitlinliik saglanmistir. Bunun yam sira, iiretimi yapilan
devrenin RF sonda istasyonunda 6l¢iilebilmesi amaciyla 100 pum eninde ve 120 um boyunda giris ve
cikis terminalleri tasarima eklenmistir. Sekil 5’te Onerilen giic boliicii devresinin 2-boyutlu serim

goriintiisii ve Tablo 1’°de ise boyut bilgileri verilmistir.
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Sekil 5. Onerilen gii¢ boliicii devre serimi

Tablo 1. Onerilen gii¢ béliicii devrenin serim boyut bilgileri

Parametre Deger [pum]
L1 288
L 50
Ls 100
L4 288
Ls 2240
Le 172
L7 50
Ls 100
Lo 172
Lio 135
L1 120
L2 44
L1z 42
L4 32
Lis 34
Lis 98
L7 19
Lis 50
Lio 119
Loo 15
Los 1144
Lo» 242

3. Bulgular ve Tartisma
Devre serimi tamamlanan gii¢ boliicli tasarimimin elektromanyetik benzetimleri ve optimizasyonlari

ADS Momentum yazilimi ile gergeklestirilmistir. Sekil 6’da giris ve ¢ikis yansima kaybinin EM
simiilasyon sonuglari verilmistir. Elde edilen S-parametresi benzetim sonuglarina gére X-bant

araliginda S11,S22 Ve Sa3 degerleri sirasiyla -10 dB ve -15 dB’ den daha iyi elde edilmistir.
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Sekil 6. S11,S2 ve Sz ifadelerinin EM simiilasyon sonuglari

Elde edilen simiilasyon sonuglarina gore 6nerilen gii¢ boliictiniin Kesirli bant genisligi (FBW-fractional
bandwidth) Esitlik 1 kullanilarak hesaplanmaktadir. Buna gore Onerilen gii¢ boliicli tasariminin Siq

degerinin -10 dB seviyesini 8-13 GHz frekans bant aralifindan sagladig1 benzetim sonuglarinda elde
edilereck FBW degerinin % 47,6 olarak hesaplanmustir.

FBW = z.ff;f”. 100 [%] ; 1)

Y+fp ’
burada fy yiiksek frekans ve fp diisiik frekans limit degerleridir.

Sekil 7°de araya girme kayb1 EM simiilasyon sonuglar1 gosterilmistir. Sekil 7 incelendiginde §-12 GHz
frekans bandi igerisinde araya girme kaybinin 4 dB’den az oldugu goriilmektedir. Ayni ¢alisma band1

icerisinde kazang dalgalanmasinin 0,4 dB’den az oldugu yine simiilasyon sonuglarindan elde edilmistir

#-— Simalasyon-S,,
#® - Simalasyon-S,,
-2 4

-4

-6 4

-8

Araya Girme Kaybi [dB]

5 éi .It' é é 1‘0 1‘1 1‘2 1‘3 1‘4 1‘5 ‘\IG 1‘7 1‘8
Frekans [GHz]
Sekil 7. Araya girme kaybi (S21 & Sz1) EM simiilasyon sonuglari

Sekil 8’de simiilasyon sonucu elde edilen ¢ikis terminalleri arasindaki izolasyon verilmistir. Onerilen 2-

kollu gii¢ boliicii tasariminin ¢ikig terminalleri arasindaki izolasyonu (Sz3), 8-12 GHz frekans araliginda
-12 dB’ nin altinda elde edilmistir.
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Sekil 8. izolasyon (Sz3) EM simiilasyon sonuglar1

Sekil 9°da cikis terminalleri arasindaki faz farki simiilasyon sonuglar1 gosterilmistir. Onerilen gii¢
boliicii tasariminin ¢ikis terminalleri arasindaki faz farkinin yaklasik olarak 0,1° oldugu simulasyon

sonuclarinda elde edilmistir.

0,4 : : .
= Simillasyon (Faz Farki)

0,3

0,2 4

0,1

0,0 H

-0,14

Faz Farki [Derece]

-02 4

-0,3

_0‘4 T T T T T T T T T T T T T

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Frekans [GHz]

Sekil 9. Cikis terminalleri arasindaki faz farki simiilasyon sonucu

Sekil 10’da 2-kollu gii¢ boliicii tasariminin gegirme bandindaki (11 GHz) akim dagilimi gosterilmistir.
Elde edilen akim dagilim grafiklerine gore ge¢irme bandi i¢erisinde giris terminaline uygulanan sinyalin
minimum kayipla ve esit bir sekilde ¢ikis terminallerine iletildigi goriilmiistiir. Tasarimi kiigiiltmek i¢in
kullanilan n-tipi eslenik devre topolojisinde kullanilan Metal-izolatér-Metal (MIM) kapasitorlerin
etrafinda akim yogunlugunun diger bolgelere nazaran yiiksek oldugu goriilmiistiir. Ek olarak, ¢ikis
terminalinden geri yansiyan RF isaretin 100Q degerindeki izolasyon direnci iizerinde harcandigi

gOriilmiustiir.
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Sekil 10. Gegirme bandindaki (11 GHz) akim dagilimi

Elde edilen simiilasyon sonuglari dogrultusunda Onerilen tasarimin iiretilmesine karar verilmistir.
Uretilen tasarimin Slciim sonuglari RF sonda istasyonunda yapilmugtir. Sekil 11°de iiretilmis olan
tasarimin gorseli verilmistir. S-parametresi Ol¢iimleri Agilent Technologies firmasinin N5222A model
numarali (10 MHz-26.5 GHz) devre ¢oziimleyicisi (network analyzer) ve Cascade firmasinin MPS150
RF-sonda istasyonu kullanilarak gerceklestirilmistir. S-parametresi 6l¢timlerinde 3 adet Infinity 140-A-
GSG-150 RF sondalar kullanilmistir. Olgiim diizeneginin referans noktalar1 RF sondalarin uglar1 olacak
sekilde alttag iizerinde 3-portlu kisa, acik, yiikk ve i¢inden (SOLT: Short, Open, Load, Through)

kalibrasyonu gerceklestirilmistir.

Sekil 11. Uretimi tamamlanan gii¢ boliicii fotografi

Sekil 12°de giris ve ¢ikis yansima kaybi 6lgiim ve EM simiilasyon sonuglar1 gosterilmistir. Uretimi
tamamlanan gii¢ boliicii devresinin X-bandinda ki Si1, Sz2 ve Ssz ifadelerinin sirasiyla -14 dB ve -18
dB’den iyi oldugu goriilmiistiir. Simiilasyon ve 0l¢iim sonuglarn karsilagtirildiginda, giris ve ¢ikis
yansima kayiplarinin birbirlerine benzer tepkiler verdigi goriilmiistiir. Ancak simiile edilen ve 6lgiilen
giris yansima kayb1 incelendiginde, simiile edilen Si1 parametresi 11 GHz merkez frekansinda -50 dB
seviyelerine ulasirken, 6l¢limde bu degerin -23 dB seviyelerinde kaldig1 goriilmiistiir. Buna karsilik S11
Ol¢lim sonuglarindan, simiilasyon sonuglarina kiyasla daha genis bir ¢alisma frekans bandi elde
edilmistir. Sekil 12’ye gbre 6lglim ve simiilasyon sonuglarindan elde edilen ¢ikis yansima kayiplari (Szz

ve Ss33) benzer davranislar gostermistir.
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Sekil 12. S11, Sp2 ve Szz degerlerinin 6l¢iim ve EM simiilasyon sonuglari

Sekil 13’de araya girme kaybi dlciim ve EM simiilasyon sonuglart karsilastirilmisitir. Uretimi
tamamlanan gii¢ boliicii yapisinin 8-12 GHz c¢aligma frekans bandi igerisinde araya girme kaybinin 4.7
dB’den iyi oldugu goriilmektedir. Ek olarak, ¢alisma frekans bandi igerisinde kazang dalgalanmasinin
0.65 dB’ den az oldugu tespit edilmistir. Sekil 13 incelendiginde ¢alisma frekans bandi igerisinde 6lgiim

ve simiilasyon sonuglar1 arasinda yaklasik olarak 0.7 dB kadar fark oldugu goriilmektedir.

il Olgim - 5,
|-#— Olgim- 8,
-3 Simiilasyon - S,
|7 Simiilasyon - 8,
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|
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T
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Sekil 13. Araya Girme Kayb1 (Sp1 &Ss1) Olgiim ve EM Simiilasyon Sonuglari

Sekil 14’te ¢ikis terminalleri arasindaki izolasyonun 06l¢iim ve simiilasyon sonuglar1 gosterilmistir.
Uretimi tamamlanan gii¢ béliicii yapisinin 8-12 GHz ¢alisma frekans band icerisinde ¢ikis terminalleri
arasindaki izolasyonun 6l¢lim sonuglarinda -12 dB’den iyi oldugu goriilmiistiir. Yiiksek frekansa dogru
gittikge c¢ikis terminalleri arasindaki izolasyon degerinin dl¢lim sonuglarinin simiilasyon sonuglarina

gore yaklagik olarak 2-3 dB kadar iyi oldugu goriilmiistiir.
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Sekil 14. Cikis terminalleri arasindaki izolasyon dl¢iim ve EM simiilasyon sonuglari

Sekil 15°te ¢ikig terminalleri arasindaki faz farkinin 6l¢iim ve simiilasyon sonuglari gosterilmistir.
Uretimi tamamlanan gii¢ boliicii yapisinin 8-12 GHz ¢alisma frekans bandi icerisinde ¢ikis terminalleri
arasindaki faz farkinin 6l¢iim sonuglarinda 0,6°°den az oldugu goériilmiistiir. Cikis degerleri arasindaki

faz farki simiilasyon sonuglarinda ise 0,1° seviyelerinde elde edilmistir.
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Sekil 15. Cikis terminalleri arasindaki faz farki 6l¢iim ve EM simiilasyon sonuglari

4. Sonuc¢

Bu ¢alismada, galyum nitriir teknolojisinde EDDK kullanilarak gelistirilen ultra kompakt bir Wilkinson
giic béliicii devresi sunulmustur. Onerilen gii¢ boliicii devresinde kullamilan ¢ip alanim azaltmak igin
toplu elemanli 7 tipi minyatiirlestirme teknigi kullamlmistir. Onerilen gii¢ béliiciiniin hatlari, MIM
kapasitorler ve spiral indiiktorler kullanilarak tasarlanmigtir. Tasarimin toplam boyutu 776 um x 2240
um 'dir. Geleneksel Wilkinson gii¢ boliiciilere gore %72,3'liik yiizey alaninda kiigiiltme saglanmigtir ve
kesirli bant genisligi %47,6’dir. Calisma neticesinde teorik ve deneysel sonuglarin birbiriyle uyumlu
oldugu sonucuna varilmistir. Elde edilen sonuclar, onerilen minyatiirlestirme teknigi ile elektriksel
performansta herhangi bir bozulma olmadan gii¢ bdoliicii devresinin boyutlarinin 6nemli dlgilide

azaltilabilecegini gdstermektedir. Onerilen Wilkinson gii¢ béliicii devresi, basit ve diisiik maliyetli
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yapisiyla, X-bant uygulamalarinda kullanilmak {izere monolitik mikrodalga entegre devrelerine ve hibrit

modiillere kolaylikla entegre edilebilir.
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